
Electrónica Avanzada 1         Prueba Final – 30/11/2023
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prueba Final de Electrónica Avanzada 1
30/11/2023

Resolver cada problema en hojas separadas.
Duración de la prueba: 3 horas.
La prueba es sin material e individual.
Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos. 

Problema 1: (27 puntos)

a) Para el circuito de la figura calcular la ganancia Vout/Vin en la banda pasante.
b)  Calcular la frecuencia de caída de 3 dB.

Datos:

VDD y -VDD son tales que todos los transistores operan en la zona de saturación. 
M1 tiene largo de canal L1 = 16μm, ancho W1 = 120 μm, βn = 2 mA/Vμm, ancho W1 = 120 μm, βn = 2 mA/Vm, ancho W1 = 120 μm, ancho W1 = 120 μm, βn = 2 mA/Vm, βn = 2 mA/Vn = 2 mA/V2 
M2 tienen largo de canal L2 = 10μm, ancho W1 = 120 μm, βn = 2 mA/Vm, ancho W2 = 192 μm, ancho W1 = 120 μm, βn = 2 mA/Vm, βn = 2 mA/Vp = 2 mA/V2

M3 tiene ancho W3 = 2*W2 (dos transistores M2 en paralelo).
La capacidad de óxido por unidad de área es Cox = 1,9x10-3 pF/μm, ancho W1 = 120 μm, βn = 2 mA/Vm2.
Para todos los transistores se podrá considerar δ = 0, voltaje de Early infinito y las capacidades de 
overlap Cgs0, Cgd0 y las capacidades a sustrato Csb, Cdb despreciables.  
Rs = 10 kΩ, RL = 4kΩ, I0 = 1mA, Cm = 10 pF y Cdes se podrá considerar infinito.Ω, RL = 4kΩ, RL = 4kΩ, I0 = 1mA, Cm = 10 pF y Cdes se podrá considerar infinito.Ω, I0 = 1mA, Cm = 10 pF y Cdes se podrá considerar infinito.
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Problema 2: (27 puntos)

Dado el circuito de la figura, donde A1 es un amplificador diferencial con las características que 
se detallan mas adelante, calcule:

a) El valor de RB, para que la ganancia de la primer etapa sea (VC2-VC1) / (Vin1-Vin2) = 100 V/V
b) El rango de entrada en modo común ICMR.
c) La ganancia en modo común y el CMRR de la primer etapa del circuito, considerando como 

salida la tensión diferencial (VC2 – VC1).
d) Calcule nuevamente la ganancia en modo común y el CMRR pero ahora de todo el circuito, 

es decir, considerando como salida a Vout.

Datos

• Q1 y Q2 idénticos con tensión de Early que se puede suponer infinita
• Q3 y Q4 idénticos con tensión de Early VA = 100 V
• VBE = 0.7 V y VCESAT = 0.3 V para todos los transistores
• Vcc = 10 V
• A1 es un amplificador diferencial con:

◦ Resistencia diferencial de entrada Rin = 2 kΩ, RL = 4kΩ, I0 = 1mA, Cm = 10 pF y Cdes se podrá considerar infinito.Ω
◦ Ganancia diferencial Adif1 = 10 V/V
◦ Ganancia en modo común Ac1 = 0.1 V/V.
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Problema 3: (27 puntos)

Para el circuito de la figura 1 calcule,
a) Valor de R2 para que el circuito funcione correctamente.
b) Máxima potencia entregada a la carga sin distorsión.
c) Maxima potencia disipada por cada uno de los transistores QN y QP
d) Ahora el circuito se modifica por el de la figura 2. Repita los cálculos de las partes 1), 2) y 3).

QN:  βn = 2 mA/V = 50; VBE = 1.2 V, QP:  βn = 2 mA/V = 20; VEB = 1 V. 
Q1, Q2: βn = 2 mA/V = 200, VBE1 = VEB2 = 0.7 V, Icmin = 5 mA.
RL = 8 Ω, R1 = 220 Ω.
IBIAS = 50 mA, VCC = -VEE = 15 V.
IVinMax = 100 mA (esta es la máxima corriente total que la entrada Vin puede tomar).
La tensión Vin puede tomar valores entre VCC y VEE y su valor de reposo es tal que la tensión a la 
salida es 0 V.

Figura 1 Figura 2
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Pregunta : (19 puntos)

Para el circuito de la figura graficar la corriente de colector por el transistor Q1 en función del 
tiempo, indicando las diferentes zonas de operación del transistor y los valores de Vin para los cuales
se produce un cambio entre zonas.

Datos:

VCC = 10 V, RC = 200 Ω ,  RB = 5 kΩ, RL = 4kΩ, I0 = 1mA, Cm = 10 pF y Cdes se podrá considerar infinito.Ω.
Q1:  βn = 2 mA/V = 100, VBEON = 0.7 V,  VCESAT = 0.3 V.
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